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Verwendung: Germanium-pnp-Leistungs-
transistor fiir Endverstarker im Niederfre-
quenz-Gebiet bei Umgebungstemperaturen
bis 65 °C

Ja

[

Standard: TGL 200-8240

Abmessungen: Bauform D 2, TGL 11 811
Masse 12 g

Zulassige Hochstwerte

fir #a = 45°C

-Uceo = 20V -lc = 13A

-Ueso = 10V g = 15A

-UCER = 18V -ie = 02A

bei RBE=100 £ & = 75°C

-UCES = 20V ’Is'a = 65°C gl‘d

Kennwerte fiir %a == 25°C -5 grd Wirmewiderstand Rthi = 15 W
| Min i Typ ’ Max | MeBbedingungen

Reststrome

dcBo | | 20 uA | 30uA | -Uce = 6V

-IcEO | ‘ 350 A | 1000 A -Uce = 6V

-ICces = 50 v A 100 LA -Uce = 6V

-ICES | | 1000 A J -UCE = 20 V

-lEBO l [ 100 LA | -UeB = 10 V

Ubergangsfrequenz

fr | 60 kHz | 100 kHz | | -UceE =86V, -lc =01 A

Sdttigungsspannung

-UcEsat | | 9,50 V| | -lc =1A, -8B =120 mA

Basis-Emitter-Spannung

-UBE ' [ 035V | 044V | -Uck =56V, -lc = 100 mA

-Use 1060V | 070V | -Uce =2V, -lc = 500 mA

Gleichstromverstérkung

B ’ 10,0 ’ l -UcE = 6 V, -ic = 100 mA

B -Uce = 2 V, -Ic = 500 mA
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Bestellbezeichnung fiir einen Transistor
* nicht fiir Neuentwicklungen verwenden

Transistor GD 100 — TGL 200-8240
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Kollektor-Reststrom in
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